UKD 621.382

NORMA

BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Elementy potprzewodnikowe
Tyrystory
typu BTP 128 i BTP 129

BN-83
3375-23/01

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. 'Przedmiotem normy sg krzemowe

monolitycznie zintegrowane z dioda prostowniczg tyrystory
mocy typu BTP 128 i BTP i29, wykonane technikg obu-
stronnej dyfuzji na jednej plytce pdlprzewodnikowej, w obu-
dowie plastykowej, do zastosowan powszechnego uzytku o-
raz w urzgdzeniach wymagajgcych zastosowania elementdw
o wysokiej i bar(izo wysokiej jakosci.

Tyrystory przeznaczone si do pracy w uktadach odchy-
lania poziomego w odbiornikach telewizji kolorowej i czar-
no-biatej, a zwlaszcza BTP 128 jako przelgczniki komuta-
cyjne do ustalania pradu odchylania podczas okresu powro-
tu plamki na ekranie lampy kineskopowej, a BTP 129 jako
przetgczniki bipolarne do ustalania pradu odchylania po-
ziomego podczas okresu wybierania plamki.

Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550/00 dla ty-
rystordow ;

- standardowej jakodci ( poziom jakosci 1) - 40/085/04,

- wysokiej jakoéci (poziom jakosci 11I) - 40/085/21,
- bardzo wysokiej jakosci (poziom jakos-
ci 1V) - 40/085/56.

2. Przyklad oznaczenia tyrystordw

a) standardowej jakoéci:

TYRYSTOR BTP 129-750 BN-83/3375-23/01
b) wysokiej jakosci:

TYRYSTOR BTP 129-750/3 BN-83/3375-23/01
¢) bardzo wysokiej jakosci:

TYRYSTOR BTP 129-750/4 BN-83/3375-23/01

J. Cechowanie tyrystoréw powinno zawieraé¢ mnastepu-

jace dane:

a) nazwe producenta,
b) oznaczenie typu ( podtypu),

c) oznakowanie dodatkowe dla tyrystordw wysokiej i

bardzo wysokiej jakosci,

Tyrystory wysokiej jakoéci powinny byé znakowane cy-
frg 3, a tyrystory bardzo wysokiej jakosci cyfrg 4 umiesz-

CzZong po ozZnaczeniu typu.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Poétprzewodnikow
Ustanowiona przez Dyrektora Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn
dnia 29 grudnia 1983 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1985 poz. 21)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1985.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,50 Nakt. 2700+55 Zam. 3242/85

Cena zt 30,00
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4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tyrystora - wg Tablica 1
rys. 1itabl. 1.
Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta: CE-30. Symbol Wymiary, mm Symbol | Wymiary, mm
wymiaru wymia-~
min max ru min max
A 4,06 4,83 e,? 4,57 | 5,59
- 5 - b 0,64 0,89 F nom 1,27
1
Foot e E2 /9‘2 b, 1,22 1,40 | H, 5,97 | 6,73
= 5 # c 0,38 0,43 I, 2,16 | 2,92
= TT 7
‘ i N D 14,61 15,88 L 12.7 .
Obszar
cechowani \\<______‘I Q E 10,03 10,41 L11) 7,62 8,89
|
. l : E, 9,20 9,40 @P 3,58 3+63
T
.l E2 7,62 8,13 Z 1,02 1,52
A - A1l e e?) 2,03 3,05 a 2,54 3,05
- | ( -
o 1 by 1) Minimalny obszar podlegajacy lutowaniu.
. - b %) Pomiar wykonaé w odlegloéci 5 - 6 mm od obudowy,
~4 e
; = HELE
! - = g ; 5. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-83/3375-23/00
%__ B e ls
6. Wymagania szczegdltowe do badan grupy A, B, Ci D
a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw
A,b,b1,e,c,E wg rys. 11itabl. 1,
b) badania podgrupy A2, A3, A4iC2 - wg tabl. 2,
¢) badania grupy B, Ci D - wg tabl. 3,
[Bn-83/3315-2301- 1] d) parametry elektryczne, sprawdzane w czasie i po
badaniach, grupy B, C i D - wg tabl. 4.
Rys. 1 7. Pozostale postanowienia - wg BN-83/3375-23/00.
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Tablica 2. Parametry elekiryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2

Pod- | Rodzaj | Kontro- Metoda Warunk: Jed- Wartosci graniczne
grupa badania |lowany pomiaru pomiaru nost- el
Lusdll para- we o BTP128-400 BTP128-950 BTP129-650 |BTP129-750
T min | max min | max min | max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14
A2 sprawdze-| I, PN-83/ Ubrm® ) 300 _ - ) ) ) )
nie pod- E-82030/03 . 400V
stawowych| fis 3s5 [..-0 '
parame- G- U -
trow elek- DR M - = = 300 - = % "
trycznych = 550 V pA
UDRM B " " " = % 300 = "
o TR
tamb= 650 v
o
=257C
UDRM— - - - - o - - 300
1..2) PN-83/ U,=12V, R = [ mA 5 45 5 451 2,5 40 | 2,5 | 40
GT ' | E-82050/03 3001)
p' 308 = G
UGTZ) ty 25°¢ Vv - 4 - 4 - 4 - 4
E-82050/03 I 0.2 A
“Pe 3.4 G = Vv - 3 - 3 - 3 - 3
tp < 0,3 ms
o)
tam!:fr=25 C
A3, | sprawdze- tq rys. 2 U
c2 nie drugo- UD - “DRM’
rzednych 2.5y
parame- URG "2
trow elek- du
trycznych T 400 V/ us ps - &y - 4,2 - - - -
ITM= 12 A,
czas pomiaru 2 s
tease = 85°C
UD UDRM'
URG= 20V
éi-»:i =175 V/us ps = = = = - 2,4 - 2.4
Lo =74 |
czas pomiaru 2 s
tease™ 85°¢
U_.2) | PN-79/
¥ T-01504/71 | Ip = 10 A ¥ - 2 § 2 . Loy ¥ - L
A4 sprawdze- ID PN-83/ U -
nie para- E-82050/03 (‘;’ORM - 1,5 | - - - . - _
metrdw p. 8.5 = 400V
elektrycz-
nych Uprm = - - - 1,5 - - - -
t = =550V mA
amb
I1.-=0
. G
=t _
Eare Ubrm - - - - - 1,5 | - -
= 85°C (po- - 650 vV
ziom ja-
kosci [I1 U =
v DRM - - - - - - - 1,5
=750V
1) R, - rezystor w obwodzie anody. '
2) Pomiar metodq, impulsowa tp<300 ps, & <2%.
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Tablica 3. Wymagania szczegdtowe do badad grupy B, Ci D

Podgrupa - : , "
Lp. Yt it Rodzaj badania Wymagania szczegdtowe
1 Bl, C1 sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej wy- préba U, ; metoda 2; 5 N;
prowadzen 3 cykle; prdéba Ual; 10N
2 B3, C9 sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swo- polozenie tyrystora w czasie spadania: wy-
bodne prowadzeniami do géry
3 B4 sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielo- mocowanie za obudowe
krotne
4 B6, C6 fp;awdzenie odpornosci na narazenia elek- UD = UDRM y URRM =0,
ryczne o
tamb = 857C
5 Cc2 sprawdzenie odpornosci na suche gorgco tamb = 85°¢
sprawdzenie odpornosci na zimno tamb = -40°¢C
6 Cc3 sprawdzenie masy wyrobu 2g
7 C4 sprawdzenie wytrzymalosci na przyspiesze- kierunek probierczy: obydwa kierunki wzdtuj
nie stale osi wyprowadzeri, mocowanie za obudowe
sprawdzenie wytrzymaltosci na udary wielo- mocowanie za obudowe
krotne
sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o mocowanie za obudowe
stalej czestotliwosci
8 C5 sprawdzenie wytrzymatosci na cieplo luto- temperatura kapieli 260°C
wania
9 C7 (poziom 1V)| sprawdzenie wytrzymalosci na zimno tstg = -40°¢C
10 C8 (poziom 111 sprawdzenia wytrzymatosdci na suche goraco tstg = 155°C
i 1V jakosci)
11 C10 sprawdzenie wymiardw wg rys. 11 tabl. 1
1.2 D1 (poziom Iil sprawdzenie odpornosci na niskie ci$nienie temperatura narazenia 250C
ilV) atmosferyczne
13 D2 sprawdzenie wytrzymaloéci na rozpuszczal- aceton; sprawdzane wymiary jak w Al;
niki masa 2 g
14 D4 sprawdzenie wytrzymalosci na plesi brak porostu pleséni po badaniu
15 D5 Sprawdzenie wytrzymaloéci na mgle solng potozenie tranzystora dowolne
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, Ci D
Jed Wartosci graniczne
O ' tod i d ed- ;
“naczele | Metada | Warunid Podgrupa | t- |BTP128-400 | BTP128-550 | BTP129-650 | BTP129-750
Lp. | literowe pomiaru pomiaru badan X
parametru we a : 7 ; L
min | max | min max min { max | min |max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i2 13 14
1 I PN-83/1 U _=U Bi, B3, B4,
D -“DRM r B9y B, |
E-8203/08 ; © B5, C1, C2, - fso0o| - | 30| - 30| - |a00
Py B | @ C4, G5, €T,
€2, D1 - pA
C6, B6, C8 - 600 - 600 - 600 - 600
cz') - |s00 [ - Jisoo| - J1500 [ - [1500
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cd. tabl. 4
Wartoéci graniczne
Oznacze- | Metoda Warunki Podgrupa Jed-
Lp. nie litero- pomiaru pomiaru badﬁﬁ nost- BTP].ZB'AOO BTPIZS'SSO BTP129-650 BTP129‘750
we pa- wg ka
rametru min | max min max min max min max
1 2 3 4 ‘5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2
2 | Igp) [PN-83/ | Uy-12V | B1, B3, B4, BS| ma | - | 45| - 5| - | 4| - | 4o
N E-8203/Q R = 30Q
3 U p. 3.8 o Gl C2, €4
o tamb= 22 C| 5! ¢c7.¢c9, p1| V ) 41 - * - 41 - *
5 | B C6, B6, C8 mA | 4 | 50| 4 sol 2 | 45| 2 | 45
5 | Ugp?) v | - § 1 = 5| - 51 - 5
6 | U2 PN-79/ | I =104 | C2 v - 23] - 2,3 - |20 - |20
F01504/71
)W czasie badania.
2) pomiar impulsowy tp$ 0,3ms, 0 < 2%.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujjca norme - Naukowo-Produkeyij

ne Centrum Pélprzewodnikédw, Warszawa.

2. Normy zwigzane

PN-73/E-04550/00 Wyroby elektrotechniczne. Préby éro-

dowiskowe, Postanowienia ogdlne ’
PN-83/E-82050/03 Pélprzewodnikowe przyrzady

Badania elektryczne

mocy.

PN-79/T-01504/71 Diody. Pomiar napiecia przewodzenia
Up metods impulsowy

BN-83/3375-23/00 Elementy péiprzewodnikowe. Tyrystory
mocy uktadéw odchylenia poziomego. Wymagania i ba-

dania

3. Symbol wg KTM
BTP 128-400 1156421201000,
BTP 128-550 1156421201012,
BTP 129-650 1156421202000,
BTP 129-750 1156421202013.

4. Wartosci dopuszczalne - wg tabl. 1-1,

Tablica 1-1 Wartosci dopuszczalne

Jednost Wartoséci dopuszczalne
Oznaczenie
Lp. pAFRMEtET Nazwa parametru ka BTP128400[BTP128550 [BTP129:650 E—S;SIZ)IZS)-
1 2 3 4 5 6 7 8
1 UDSM1) niepowtarzalne szczytowe napiecie blokowania \Y4 450 650 700 800
2 UDRM1) powtarzalne szczytowe napigcie blokowania v 400 550 650 750
3 URRM1) powtarzalne szczytowe napiecie wsteczne V 4 4 4 4
b
4 I, 2) éredni kgt wyprostowany (diody) A 3 3 3 3
5 IF{RMS )2) skuteczny prad przewodzenia (diody) A 4.5 45 4,5 4.5
6 I 7( Av)z) $redni prad przewodzenia A 5 9 5 5
7 P (RMS )2) skuteczny prgd przewodzenia A 8 8 8 8
) . .

8 I TSMm? I niepowtarzalny szczytowy prad przewodzenia

TR tyrystora i diody A 70 70 70 70




Informac je dodatkowe do BN-83/3375-23/01

6
cd. tabl. 1-1
| Wartos$ci dopuszczalne
L3 Ozna'czeme Nazwa parametru Jednost- TR
parametru ka  \BTP128400|BTP128550 | BTP129-650 -750
1 2 3 4 5) 6 7 8
di /dt krytyczna stromos¢ narastania prgdu przewo- 3
T y .
9 dzenia przy U= Uppp, Io=50maA, t, - Alps 200 200 200 200
=0,1 ps
.2 . Ao A $ t i s ~0 .
10 fl dt parametr przecigzeniowy t;= -40 : +85°C, B < SZ 30 30 30 30
t=13: 10ms
10 PGM4) straty mocy w bramce W 25 25 25 25
12 toane temperatura obudowy oC -40:485 -40: 485 -40:485 140:4+85
13 totg temperatura przechowywania °C  |-40:4155 |-40:4+155 -40++155 [40:+155
1 0
) tease = 85°C.
% f- 50 Hz, tcgse = +600C, @ - 180°.
3) - 50 Hz, tcgse = +85 C.
4 t- 10 ps, maksymalne napigcie bramka-katoda: URG =-10V.
5. Dane charakterystyczne - wg rys. [-1 : I-11 i tabl. 1-2.
dig/dt =104}
______ e
t
[
== { T
tff' -
b) IN 3194
RCA 2 uH
:I, Zaciski
Kelwina
g-130v L
ampl. Test
100k R
e
DIAK
032020 RCA
13kR ,2W
RCA
7
1kQ Podstawa

czasu

T

[BN - 83/3375 - 23/01-F1)

Rys. [-1. Zasada pomiaru czasu ustalania charakterystyki wstecznej diody

a) oscylogram przebiegu charakterystyki, b) schemat uktadu pomiarowego (do pomiaru nalezy uzyé oscyloskop o opornosci
wejéciowej 502 i czasie narastania t, <10 ns)
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308
>—0— N
>
2
45ns
Ims i

Urp

[N -83/3375 -23/01-1-2)

_Rys. 1-2, Zasada pomiaru szczytowego napigcia przewodzenia UFM diody (do pomiaru nalezy uzyé oscyloskop o czasie na-
rastania !, <10 ns)

du/elt=1000/ps 1, du/dt=00V/us

Ay ~

. /
du/dt =400V /us #_7,! / 06Uppm

Uorm

a)

[BN-83/3375-23/0F13]

Rys. 1-3. Oscylogram czasu wylgczania t, tyrystoréw BTP 128

a) oscylogram napiecia tyrystora, b) oscylogram pradu tyrystora, ¢) oscylogram napiecia bramki !

“““““ L
9 } (A) J{ ﬂk
l k7,
| ~
| =
l 5 &
| ) -t S
| ™ 40 “ S S | tease=29
e 25 us | o 1 9us :é’_, ‘ & case
T i VI,
b) - § $§
— — 0,63 Uppy 10 /
du /dt =115 V/us // _
’ /
0
LR SCLSQORE g5 10 15 20 25 30 35w
Rys. 1-4. Oscylogram czasu wylaczania tq tyrystoréw [N -83/3375 ~23/01-1-3]

BTP 129
Rys. 1-5. Typowa i graniczna wartoéé napiecia chwilowego
tyrystora tyrystora w zaleznoséci od chwilowej wartosci pradu

a) oscylogrém pradu tyrystora, b) oscylogram napigcia
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(e Irsn
(A) =
VEN
8 ‘\_‘\
60
NN tca”=&4jo[ ]
6 50 Obciqienie rezustuwne
teqse=25°C - piecie wsteczne U
. o redm prad przew
40 nia Iy (av)max
q > e
30
= 2%;
2 20 . 2 ) z
IS
10 i
0 .
05 10 15 20 a9 30 35 uptvi 0
: 1 Z 166 810 20 40 6080100 200 00 n
EN~§73375-23201‘I‘§|
[BN-83/3375 - 23/01-1-7]
Rys. 1-7. Maksymalna dopuszczalna wartosé szczytowego
. pradu przewodzenia tyrystora w funkcji ilosci udaréw pra-
Rys. 1-6. Typowa i graniczna warto$é¢ napiecia chwilo - dowych
wego diody w zaleznosci od chwilowej wartoéci pradu n - liczba cykli pragdu szczytowego tyrystora
Lrsm ig
(A) (us)
708X *
hY
=
& 0
o il tj=8°¢C 8 ¢ - 80°C
50 L u N case
A Y N
\\ N “\\ ]
40 : -
= : y .
g i & X
& & \\
1
v ™\
) N
2 % : 2 N
10 ~ \
0 - 1
1 2 g4 6 810 2 40 6080100 200 00 n -1 -2 -4 -6 -8-10 -20 -0 -60 -80-100
' Upg (V
[BN - 83/3375 - 23/01-1-8] ke (V)
. [BN-8/3375 - 23/01-1-9]
Rys. 1-8. Maksymalna dopuszczalna warto$é¢ szczytowego N8/ -1
pradu przewodzenia diody w funkcji ilosci udardow  prgdo- Rys. 1-9. Typowa wartos$é czasu wylgczania tyrystorow
wych BTP 129 w zaleznosci od wstecznego napiecia bramki w
n-liczba cykli prgdu szczytowego diody nominalnych warunkach zasilania

tQ/l‘q 25°% dU/dt
A
(Vus) N
18 i N
A | / B 800 \\
ey
74 , 600
=25° e biokowa-
/ e 25°C e o
12 /,/ 400
7 1
o[ 1< "
|
08 7o 0 :
0 2,5 90 60 a0 700 20 M0 ti(°C) 20 q0 60 a0 700 120 1O ti(°c)
BN - 83/3375 - 23/01-1- BN —8/3375- 31111
Rys. 1-10. Znormalizowana zaleznosé czasu wylgczania Rys. 1-11. Typowa zaleznos$é krytycznej stromosci mnapie-
tyrystorédw BTP 128 i BTP 129 w funkcji temperatury zig- cia blokowania (dla wszystkich typéw) od temperatury

cza w nominalnych warunkach zlgcza
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Ts,bliéa 1-2. Dane charakterystyczne
Wartoéci parametru
Lp. Ozna.-— Nazwa Param'etrﬁ Warunki pomiaru ]einost- BTP128-400 BTP129-650
SHERiue a BTP128-550 BTP129-750
- parame- .
tru : :
min typ max | min typ max
1 2 3 4 2 6 7 | 8 9 10 131
¢ I prad blokowania I;=0 A 25°c o - - 0,3 - . 0,3
. U = U o l .
D”"DRM ¢ .. =85C - 0:51 1:5 - g5 | 1.5
1 napiecie przewodze-
2 UT ) " nia tyrystora IT =30 A, IG =0,2A \ = 4,75 3 = 1,75 3
1 napigcie przewodze~ - ) ) ‘
3 Up ) nia diody I4!7‘ 10 A v 1,359 2 1,35 1.,7
prad przelgczajgcy - _ann 2 }
4 Igqp bramici UD 12%, RL_ 3002) mA - 15 45 - |15 |40
napigcie przelgczajg- ~ _ 2 _
5| Ugr ce bramki Up= 12V, Ry = 30Q%) \ - 1,8 4 - | 4.8 %
_ ' ; " T . B |
krytyczn§ strorpos:é Nease= 85 C UGmin w2y ¥ 1000 = -1 - - .
6 | du,/dt | narastania napiecia
o blokowania U = 24V V/ps
UD = UDRM Gmin & - # = 175 -
czas wylaczania _ U o= =20V ‘
okreélony w uktadzie tease™ a I/zgtnimﬂf, s - - - - - 2,4
. tq pomiarowym - rys. 2 |= 85%C " - L ps
UI_iGmin= ¥ __ 4,2 % . .
du/dt= 400 V/ps } _
czas ustalania cha- Ippy=10A ‘
8 Eiw rakterystyki wstecz- | g4 : us - 0,5 } a,7 = 0,5 0,7
nej diody et -10 Alus, tp= 3 us
dt .
szczytowe napigcCie _ _ _ _ _ 8 1
9 UFM przewodzenia (diody) 1 F 1 A v 3
‘ ‘ rezystancja termiczna _ O~ N N %> & - - 2.5
10 R‘hi‘c z1qcze-obudowa el ' P
-,
case 25°¢C. _
1) Pomiar metody impulsowg t,;<0,3 ms; 4 < 2%.

%)

R, - rezysior w obwodzie anody.




